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GS 111

Germanium-pnp-Schalitransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 mit hoher Basis-

Emitter-Spannungsfestigkeit fir mittlere Geschwindigkeiten in logischen Schaltungen.
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Masse ca. 0,8 g
Wérmewiderstand Rihja =< 0,5 grd/mW
Grenzwerte; giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Ueceo = 20V
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer = 15V
Rge = 50 2
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 10V
Kollektorstrom -le = 200 mA
tavL = 20 ms —~
Kollektorspitzenstrom -le = 300 mA
Emitterstrom le = 200 mA
Pj = 85°C

Sperrschichttemperatur
Betriebstemperaturbereich

—25°C bis +65°C

68 111

electronic
Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -lcao 15 uA
-Ucs = 15V
Py == 25°C
Kollektor-Basis-Reststrom -leso 80 uA
-Uce = 15V
s = 45°C
Kollektor-Basis-Reststrom -leso 800 uA
~Ucs = 15V
Pa = 75°C
Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung  ~Ucesat 03V a
-13 = 9,4 mA g
-Ic = 300 mA s
Basis-Emitter-Spannung ~-Use 0,8V ?:
s = 9,4 mA £&
-l = 300 mA H
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis here 28 56 B
-Uee = 0,5V 45 90 C
-le = 200 mA 71 140 D
Dynamische Kennwerte
Einschaltzeitkonstante T 1,2 us
-Uce = 0,5V
-lec = 200 mA
Speicherzeit s 1,5 us
-ig = 9,4 mA
-le = 300 mA
Bemerkung:

Beim Umschalten des Transistors aus dem ,Ein“-Zustand (max. Verlustleistung Jow =
300 mA) in den Sperrzustand (-Ucer = 15 V, Ree = 50 £) darf die Widerstands-
gerade zwischen beiden Schaltzustiinden die Sperrkennlinie des Transistors nicht im
negativen Widerstandsbereich schneiden.

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

der Stromverstérkungsgruppe C Transistor GS 111 C
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